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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月5日(2011.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に下層から順にシード層、第１の磁性層、Ｒｕ層、第２の磁性層、金属酸化膜、
第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁気抵抗効果素子の製造方法で
あって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層及び第１の磁性層を成
膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属酸化膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる第３のチャンバで前記基板に対し
て成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成膜することを特徴と
する磁気抵抗効果素子の製造方法。
【請求項２】
　基板上に下層から順にシード層、第１の磁性層、Ｒｕ層、第２の磁性層、金属酸化膜、
第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁気抵抗効果素子の製造方法で
あって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層及び第１の磁性層を成
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膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる酸化チャンバにおいて前記金属膜
に酸化処理を施すことで金属酸化膜を形成し、
　前記第１のチャンバ、前記第２のチャンバ及び前記酸化チャンバと異なる第３のチャン
バで前記基板に対して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成
膜することを特徴とする磁気抵抗効果素子の製造方法。
【請求項３】
　基板上に下層から順にシード層、反強磁性層、第１の磁性層、Ｒｕ層、第２の磁性層、
金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁気抵抗効果素子
の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層、反強磁性層及び第１
の磁性層を成膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属酸化膜を成膜し、
　前記第１３のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる第３のチャンバで前記基板に対
して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成膜することを特徴
とする磁気抵抗効果素子の製造方法。
【請求項４】
　基板上に下層から順にシード層、反強磁性層、第１の磁性層、Ｒｕ層、第２の磁性層、
金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁気抵抗効果素子
の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層、反強磁性層及び第１
の磁性層を成膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる酸化チャンバにおいて前記金属膜
に酸化処理を施すことで金属酸化膜を形成し、
　前記第１のチャンバ、前記第２のチャンバ及び前記酸化チャンバと異なる第３のチャン
バで前記基板に対して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成
膜することを特徴とする磁気抵抗効果素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　すなわち、本発明の第１は、基板上に下層から順にシード層、第１の磁性層、Ｒｕ層、
第２の磁性層、金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁
気抵抗効果素子の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層及び第１の磁性層を成
膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属酸化膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる第３のチャンバで前記基板に対し
て成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成膜することを特徴と
する磁気抵抗効果素子の製造方法である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の第２は、基板上に下層から順にシード層、第１の磁性層、Ｒｕ層、第２の磁性
層、金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される磁気抵抗効果
素子の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層及び第１の磁性層を成
膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる酸化チャンバにおいて前記金属膜
に酸化処理を施すことで金属酸化膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ、前記第２のチャンバ及び前記酸化チャンバと異なる第３のチャン
バで前記基板に対して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成
膜することを特徴とする磁気抵抗効果素子の製造方法である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の第３は、基板上に下層から順にシード層、反強磁性層、第１の磁性層、Ｒｕ層
、第２の磁性層、金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される
磁気抵抗効果素子の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層、反強磁性層及び第１
の磁性層を成膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属酸化膜を成膜し、
　前記第１３のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる第３のチャンバで前記基板に対
して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成膜することを特徴
とする磁気抵抗効果素子の製造方法である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の第４は、基板上に下層から順にシード層、反強磁性層、第１の磁性層、Ｒｕ層
、第２の磁性層、金属酸化膜、第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層が順次積層される
磁気抵抗効果素子の製造方法であって、
　第１のチャンバで基板に対して成膜処理を行うことで、シード層、反強磁性層及び第１
の磁性層を成膜し、
　前記第１のチャンバと異なる第２のチャンバで前記基板に対して成膜処理を行うことで
Ｒｕ層、第２の磁性層及び金属膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ及び前記第２のチャンバと異なる酸化チャンバにおいて前記金属膜
に酸化処理を施すことで金属酸化膜を成膜し、
　前記第１のチャンバ、前記第２のチャンバ及び前記酸化チャンバと異なる第３のチャン
バで前記基板に対して成膜処理を行うことで第３の磁性層、第４の磁性層及びＴａ層を成
膜することを特徴とする磁気抵抗効果素子の製造方法である。
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